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【はじめに】酸化チタン(TiO2)は複数の結晶構造を持つ物質であり、結晶構造の違いによ

りその特性が異なる。ルチル型 TiO2は高い屈折率を持つことから光学コーティングや白色

顔料として用いられている。一方で、アナターゼ型 TiO2は光触媒や透明導電膜として用い

られる。このように結晶構造により特性が異なることから様々な産業応用を考えた場合に

選択的に各結晶構造を得る必要がある。そこで本研究では不純物としてニオブ(Nb-TiO2)も

しくは窒素をドーピング(N-TiO2)することによりアナターゼ型 TiO2を選択的に成膜する手

法を確立することを目的とした。 

【実験条件】各サンプルは rf反応性マグネトロンスパッタ法を用い、200○Cに加熱した石

英基板上に作製した。TiO2または N-TiO2は Ti メタルターゲット、Nb-TiO2は異なる濃度

比の Ti-Nb 合金ターゲットを用いた。また TiO2、Nb-TiO2は酸素流量 100%、N-TiO2は窒

素ガスを導入し、導入量を変化させ作製した。

成膜時の全圧は 1.0Paに保った。 

【結果】Fig.1には N-TiO2におけるエックス線

回折(XRD)結果を示す。窒素ガスを導入してい

ない場合ではルチル型 TiO2の XRD ピークの

みが確認できる。窒素ガス導入量が 70%、80%

と増加していくに伴い、ルチル型 TiO2のピー

クの減少及びアナターゼ型 TiO2(101)ピーク強

度の増加が確認できる。また窒素ガス導入量

90%のサンプルではアナターゼ型に起因する

ピークのみを確認した。これらのサンプルに

関して、X線光電子分光法(XPS)を用いた膜中

窒素の定量を行った。この結果から膜中窒素

取り込み量の増加に伴い結晶構造がルチル型

TiO2からアナターゼ型TiO2へと変化していく

ことが分かった。また Nbドーピングを行った

場合にも、膜中の取り込み量増加とともに同

様の結晶構造変化が確認された。 
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